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Telefunken Diode BA174 Datasheet

BA 174

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode fiir Schaltanwendungen in [
Siebdruckschaltungen. .§
Silicon epitaxial planar diode for switching applications in hybrid circuits. E
Abmessungen - Dimensions =
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Kunststoffgehiuse

DOM 22

Gewicht + Weight

max. 0,01 g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Sperrspannung Ug 25 L}

Spitzensperrspannung Ugpm as v

Richtstrom o 75 mA

DurchlaBstrom IF 115 mA

SpitzendurchlaBstrom I 225 mA,
StoBdurchlaBstrom

tp =1ps iEM 2 A

Verlustleistung

tamb = 25°C Py 1) 62 mwW

Sperrschichttemperatur i 1‘.7§‘1 °C

Lagerungstemperatur ‘stg =55.. 125 “C

1} in ginem vergossenen Modul wird die zuléssige Verlustestung groBer und mull von Fall zu Fall bestimmt werden,
In a sealed-in modul the power dissipation is higher and must be checked,
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BA 174

Min. Typ. Max.

Warmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung RihJa 16 “C/mwW

KenngrtBen - Characteristics
Umgebungstemperatur typy, = 25°C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung

Ip = 30mA Ug Yy 1
Sperrstrom

Ug = 25V IR 100

Ug = 25V, tyqp = 100°C g 50
Durchbruchspannung

Ig = 5 pA U[EH] 35
Diodenkapazitat

Ug = 0V, f = 1MHz Co 16
Rickwartserholzeit

Ip = 10mA, Ug = 6V trr 3s

iR = 1mA, R = 1000

i
1) 3 - 001,1p - 0.3ms
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